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InSb のサイクロトロン共鳴を極めて美しいデーターとして取出した。乙の結果 1x 1014cm-3 の
不純物濃度においては不純物帯が伝導帯と独立に存し，またその抵抗変化は不純物帯の電子の衝
突イオン化によることを明らかにした。また，不純物状態に対して Y.K.A 理論を拡張し，新た
な方法にて遮蔽効果をとり入れ，彼の実験と理論とのよい一致を見出した。半導体物理学に対し
て優れた貢献をする論文と考える。
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